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【はじめに】AlGaN 系の窒化物半導体を用いた半導体レーザは次世代の紫外光源として期待され

ているが、室温で高い自由正孔濃度の高 Al組成 p型 AlGaNを得ることができないため、発振波

長が制限されている。電子線励起法ではその問題を取り払うことができるためレーザ発振が実現

できれば発振波長域の増大が可能となると考えられる。しかし、これまでのところ電子線励起に

よる窒化物半導体の多重量子井戸構造を用いたレーザとしては紫外領域での発振は報告されてい

ない。本報告では GaN系を活性層に用いることで紫外領域のレーザ発振を確認したのでその結果

に関して報告する。また、あわせて光励起測定の結果と比較することによって、そのポテンシャ

ルに関して検討した。 

 

【実験・結果】MOVPE法により c面 GaN基板上に Fig.1

の構造を成長させたサンプルを、ドライエッチングとウ

ェットエッチングを併用することによって共振器長

50µmのレーザキャビティーを形成した。電子線照射時

には加速電圧を 15keVに設定し試料表面から duty 6 % 

(20 ns, 3 MHz)のパルス照射し試料断面方向より発光し

た光を受光する方法をとった。また試料はクライオクー

ラーを用いて 107Kで冷却しながら測定した。Fig.2に発

光強度の電子線強度密度依存性を示す。図より励起強度

が 200kW/cm
2 を越したあたりに明確な閾値があること

が確認できた。Fig. 3に閾値以上の励起パワー密度にお

ける TE・TM偏光スペクトルを示す。TE偏光の際にス

ペクトルの半値全幅は 0.1nm 以下の鋭いピークが多数

確認され、TM偏光の際にはピークのあるスペクトルは

測定されなかった。これらの結果より、電子線励起法に

よりピーク波長 353nm の紫外領域におけるレーザ発振

を確認することができた。また、室温における光励起の

結果と比較すると、閾値は 10倍程度高くデバイス構造

の最適化が必要であると考えられる。 
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Fig.2 励起強度-発光強度特性 

Fig.3スペクトル 
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Fig.1 サンプル構造 
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